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実験研究の目的

結論 参考文献

n型結晶Si太陽電池モジュールの電圧誘起劣化に与える
光照射の影響

電圧誘起劣化（PID）1)：フレーム／セル間の電位差に起因
典型的なp型結晶シリコン（c-Si）
太陽電池モジュールのPIDの劣化速度
は光照射によって遅くなる2, 3)

今後普及が見込まれるn型c-Si
太陽電池モジュールのPIDに与える
光照射の影響は調査されていない
n型フロントエミッター（FE）
c-Si太陽電池モジュールのPIDに与える光照射の影響を調査

試料
n型FE c-Si太陽電池モジュール
PID試験
開口部を有するアルミ板をモジュール上に
設置し，そこからセルに対して高電圧を印加
条件

• −1000 V, 85 °C
• 湿度制御なし
• Dark またはIllumination（1 sun）

PVパラメーター
1 sun光照射の影響：

• 初期のJscおよびVocの低下に関しては，光照射の影響はほぼ
見られない

• 第二段階目のFFの低下は遅くなる傾向にある
光照射はn型FE c-Si太陽電池モジュールの第二段階目のFFの劣化
の進行を遅くする効果がある
p型c-Si太陽電池モジュールにおける光照射2, 3)と類似の効果

フォトおよびダークJ–V
第２段階のFFの劣化速度の低下 ← J02, n2の低下の抑制

劣化の抑制メカニズムに関する考察
第２段階劣化 → ナトリウム（Na）の空乏層への侵入に

起因する再結合電流の増大4)

1 sun光の照射に起因するSiNx膜の導電性の向上
→ SiNx膜中のNa+のドリフトが低減しNaの侵入が妨げ
られた可能性

n型c-Si太陽電池モジュールのPIDにおける光照射の影響：
• 光照射は第一劣化に対してほとんど影響しない
• 光照射によって第二劣化の進行が遅くなる傾向にある

光照射による劣化の抑制メカニズムは明らかでないが，SiNx膜の
導電性向上によるSiNx膜中でのNa+のドリフトの抑制に起因する
可能性がある
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PIDの進行挙動に与える1 sun光照射の影響

PID試験前後のフォトJ–V特性 左：光照射なし，右：光照射あり

PID試験前後のダークJ–V特性 左：光照射なし，右：光照射あり
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